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半導体結晶中の転位はデバイス特性の劣化を引き起こすため，限りなく低減することが望ま

しい．基板中の転位は，エピタキシャル成長時に膜中に引き継がれるため，デバイス応用には高

品質基板を用いる必要がある．ダイヤモンドの研究開発に於いては，数ミリ角の HPHT製基板 (転

位密度 103-105 cm−2) が多用されている．一方で，安価・大口径ウェハとして期待されるモザイク

基板やヘテロエピタキシャル基板は，転位密度が 106-108 cm−2と高く，改善が必要である．これま

でに，マスクパターンで成長領域を限定した横方向エピタキシャル成長による低転位化が試みら

れているが 1,2)，いずれも 106 cm−2を下回る転位密度は実現していない． 

我々は，熱フィラメント (HF) CVD 法によるダイヤモンド単結晶成長に取り組んでいる．膜

中にはフィラメントワイヤーからのタングステン原子が 1018 cm−3程取り込まれるが，XRD・ラマ

ンピークの半値全幅は基板と比べて小さく，むしろ高品質化していることを発見した 4)．金属原

子が転位の伝搬を抑制している可能性があり，興味深い．今回は，試料全面に亘って高い転位密

度 (108 cm−2) を有するヘテロ基板上で低転位化を試み，HFCVD 中間層挿入前後のショットキー

バリアダイオード (SBD) の特性変化を調べた． 

 図 1(a) にカソードルミネッセンス (CL) スペクトルを示す．ヘテロ基板上では試料全面で

転位に由来する強い発光 (430 nm: Band-A) が観測された．自由励起子 (FE) 発光と Band-A (BA) 

発光の強度比 FE/BAは，3×10–3であった．同一基板上に HFCVD 層を 3 m成長した膜の CLスペ

クトルでは，BAの発光強度は 1/30以下に減少し，FE/BA 比は 0.21まで改善した．図 1(c)，1(d) に

HFCVD 中間層挿入前後の SBD 特性を示す．ヘテロ基板上では，リーク電流の上昇およびショッ

トキー障壁高さの不均一性が顕著に観測されたが，HFCVD 中間層挿入後は 33 デバイス中すべて

の素子でリーク電流が抑制され，モザイク基板の場合と同様にデバイス均一性が向上した． 
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図 1．(a) ヘテロ基板および HFCVD膜上の CLスペクトル．(b) SBD の概略図．(c) ヘテロ基板上

および (d) HFCVD中間層挿入後のエピ基板上に作製した SBD特性． 
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